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１．概要（Summary） 

ダイヤモンド半導体は従来の半導体材料を凌駕する物

性と独特な特性を持ち、高温耐性や放射線耐性にも優れ

る。我々は過酷環境でも使用できる前置増幅器用ダイヤ

モンド MESFET の開発を進めている。今回、MESFET

性能の向上ため、ダイヤ～電極間のコンタクト抵抗低減を

目指した。そのためコンタクト層として、ソース・ドレイン電

極形状の高濃度ボロンドープダイヤ層の試作を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置、スピンコーター、ドラフトチャンバー 

【実験方法】 

 最初に、従来型であるコンタクト層のないダイヤモンド

MESFET を作製した。一通り測定を行ったら、酸洗浄で

電極除去およびダイヤ表面のクリーニングを行った後、今

度はコンタクト層のあるダイヤモンドMESFETを作製した。

この２種類の MESFET について特性の比較を行うことで、

コンタクト層導入による効果について調べた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に従来のダイヤモンド MESFET およびコンタク

ト層を導入した新型 MESFET についての IV 特性を示

す。コンタクト層を導入したことで、ドレイン電流は３倍にま

で増加した。この構造を利用すればデバイスサイズを縮小

して作ることができるため、寄生容量の削減が期待できる。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

H. Kawashima, H. Umezawa, S. Ohmagari, and D. 

Takeuchi, EMRS Fall Meeting 2019, Poland, 

Warsaw, Sep. 2019. 

  

６．関連特許（Patent） 

なし 

 

 

 

(a) Without P+ contact layer                     (b) With P+ contact layer 

Fig. 1 I-V characteristics of diamond MESFETs with and without P+ contact layer. 


